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摘 要

本研究運用射頻磁控濺鍍法，在鎵酸釹(NGO, 110)單晶基座上成長La0.75Ca0.15Sr0.1MnO3 (LCSMO)薄膜，藉由改變不同

的製程溫度，探討製程溫度對薄膜特性的影響，同時，在不同基座上長LCSMO薄膜，探討應力對薄膜電阻溫度係數特性

的影響。我們以標準四點量測法，獲得在最佳條件下，得到以610 ℃在NGO成長之低應力LCSMO薄膜在301 K時有最大的

電阻溫度係數4.9 %K-1，同時，量測薄膜的雜訊值，在溫度300 K、增益電流0.3 mA與頻率30 Hz時，有最小的等效雜訊溫

度為8.4×10-7 KHz-0.5，此值遠低於氧化釩、半導體釔鋇銅氧等熱型紅外線偵測器，也証實鑭鈣鍶錳氧薄膜應用在熱型紅

外線偵測器上極具發展之潛力。

關鍵詞 : 紅外線偵測器、電阻溫度係數、超巨磁阻材料
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